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REKABENTUK, FABRIKASI DAN PENCIRIAN PENGARUH
BOLEH TALA RF BERDASARKAN PROSES TEKNOLOGI MIKRO

BENDALIR DAN CMOS

ABSTRAK

Pemboleh aras RF induktor menjadi fokus penyelidikan bagi menghasilkan
konfigurasi sistem RF di dalam cip yang bersaiz kecil. Pendekatan ini menjadi salah
satu cabaran kerana bacaan bagi nilai aruhan yang tinggi bagi satu jarak penalaan perlu
dihasikan serta factor kualiti yang tinggi. Pelbagai teknik penalaan yang telah
digunakan sebelum ini seperti suis bergilir, suis aruhan saling, gandingan bimorph
pada kesan yang berbeza-beza, dan suiz medan magnet. Tetapi jarak penalaan yanag
diperolehi adalah kurang dari 60% bagi pemboleh aras induktor dan pada masa yang
sama kualiti faktor berada pada paras yang rendah. Matlamat penyelidikan ini adalah
untuk menghasilkan reka bentuk pemboleh aras induktor dengan jarak penalaan dan
kualiti faktor yang tinggi bagi aplikasi RF dengan menggunakan teknik mikro bendalir
serta pemboleh aras induktor berasaskan CMOS dengan nilai bacaan jarak penalaan
yang berskala kecil serta kualiti faktor yang tinggi pada aplikasi gelombong mikro
tanpa wayar. Analisis parametric berdasarkan persamaan untuk induktor satah dan 3-
dimensi telah dikaji. Cadangan teknik penalaan yang baru telah ditentukan
berdasarkan sumbangan parameter fizikal dan ciri ciri elektrik bagi keberkesanan
variasi kearuhan yang telah dipilih. Cecair telap khususnya cecair-ferro digunakan
untuk tujuan permerhatian. 3 jenis pemboleh aras induktor yang berasaskan cecair iaitu
pemboleh aras bagi lingkaran satah induktor, pemboleh aras wayar-lilit solenoid
induktor dan pemboleh aras wayar-terikat solenoid induktor dicadangkan bagi hasil

kerja ini. Dengan menggunakan alat analisis simulasi HFSS full-3D EM, rekabentuk
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induktor berasaskan cecair telah direkabentuk dan dianalisisi. Pemboleh aras induktor
diukur dengan mengalirkan cecair-ferro ke dalam teras induktor. Teras induktor
difabrikasi dengan menggunakan bahan berasaskan PDMS. Keputusan jarak penalaan
serta resonan frekuensi berubah mengikut menggunakan kepekatan magnet nano-
partikel yang terkandung di dalam cecair-ferro. Ukuran bagi nisbah penalaan untuk
pemboleh aras wayar-lilit induktor ialah 90.6% serta Q faktor adalah 129. Manakala
nisbah penalaan untuk wayar-terikat induktor adalah 81% serta kualti faktor 39.8.
Selain itu, pemboleh aras induktor dengan menggunakan CMOS 0.11 um proses
teknologi telah direkabentuk, disimulasi dan diukur untuk mengawal aliran magnet ke
induktor satah. Induktor tersebut boleh dilaras dengan 9 nilai induktor berbeza dan
julat laras adalah 6.5% untuk 1.7 GHz. Tambahan lagi, proses MEMS untuk
menghasilkan mikro saiz 3D induktor solenoid juga dicadangkan. Faktor kualiti untuk
rekabentuk induktor yang dicadangkan berada di dalam julat yang diterima untuk
aplikasi frekuensi tinggi tanpa wayar. Induktor berdasarkan CMOS juga menunjukkan

nilai faktor kualiti serta nisbah jarak penalaan yang berskala kecil.

XX1V



	DESIGN, FABRICATION AND CHARACTERIZATION OF MICRO FLUIDIC AND CMOS-BASED PROCESS TECHNOLOGY RF TUNEABLE INDUCTOR_FATEMEH BANI TORFIAN HOVEIZAVI_E3_2016_MYMY

